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( 6)扩展性: 可以采用更高功率的泵浦源进行功

率扩展,或者能够使用多个泵浦源进行功率扩展。

( 7)纤芯功率损耗度:对于双包层光纤纤芯中的

激光的损耗程度。

( 8)内包层功率损耗度:对于双包层光纤内包层

内的泵浦光的损耗程度。

表2中就以上技术参数对几种双包层光纤侧面

表 2 各种侧面泵浦耦合方式参数对比

熔锥侧面

泵浦耦合

V槽侧面

泵浦耦合

嵌入反射镜

式泵浦耦合

角度磨抛侧

面泵浦耦合

泵浦耦合效率 80% 75% 80% 90%

泵浦耦合功率 较高 较高 较高 较低

对准敏感性 无 高 高 较高

结构紧凑度 高 较低 较高 较低

复杂度 高 高 高 较高

扩展性 好 较好 较好 较好

纤芯功率损耗度 有 无 无 无

内包层功率损耗度 较低 较高 较高 较低

泵浦耦合方式进行了比较。熔锥侧面泵浦耦合和角

度磨抛侧面泵浦耦合由于都要先将 LD泵浦光耦合

入多模光纤,然后经多模光纤由侧面耦合入双包层

光纤, 因而会引入 LD耦合入多模光纤的附加损耗,

表中的耦合效率并没有考虑这点,因此这提高了总

体复杂度,也会使总体耦合效率下降。V 槽侧面泵

浦耦合和嵌入反射镜式泵浦耦合都要求对双包层光

纤的内包层进行一定处理, 必然在多点侧面耦合注

入的情况下,对其它点注入的已在内包层中的泵浦

光通过该侧面耦合点时引入较大损耗, 在多点注入

时对此要进行考虑, 应该采取最优的多点注入分布

形式。这几种双包层光纤侧面泵浦耦合方式都有各

自的特点,对于加工工艺都有较高要求,可以根据具

体情况加以采用。

3 结束语

随着光通信网络及相关领域技术的飞速发展,

光纤激光器技术正在不断向广度和深度方面推进。

其中之一的光纤侧面泵浦耦合技术的进步,将为光

纤激光器和放大器的设计提供新的对策和思路。目

前各种类型的光纤激光器已经开始显示其优越的性

能。可以预见, 光纤激光器将成为 LD以及固体激

光器的有力竞争对手, 必将在未来光通信、军事、工

业加工、医疗、光信息处理、全色显示和激光印刷等

领域中发挥重要作用。
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 简 讯 

集成场效应晶体管光调制

为了进一步发展 Si光集成电路, 卡塔亚大学、CNR IMM卡塔亚分公司、ST 微电子公司和 CNR IMM那波

里分公司的研究人员们已经开发出一个硅基质光调制器, 该调制器包括一个场效应晶体管。该晶体管和一

个10 m宽硅波导一起集成在一个硅片上。调制器的光通道垂直于电通道内。当控制电极加上一个偏压,

就可以将载流子等离子体移进或移出光通道。在通道中时, Si吸收了更多的光。发射光谱显示在不同的偏

压下等离子体的分布(等离子体本身也会发射光, 使之形状更显而易见)。计算机模拟与试验观察结果一致,

通过注入 10mA电流, 输入电压在- 10V~ + 10V 之间变化, 便可以获得调制。调制深度可以达到 75%。科

学家们正在继续改进,优化结构。

(蒋 锐 曹三松 供稿)
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